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【はじめに】【はじめに】【はじめに】【はじめに】 酸化物半導体である NiOは p型の導電性を示し[1]、禁制帯幅 3.7eV を有する[2]ため、

安価な透明デバイスへの応用が期待されている。我々はこれまで、リアクティブスパッタ法により非加熱

で高い透過率を有する NiO 薄膜を成長し、NiO/ZnO を用いた可視光透過型太陽電池を試作してきた

[3]。似たような透明デバイスとして、酸化物半導体を用いた透明な薄膜トランジスタ(TTFT)が注目され

ている。しかしながら、透明電極として利用される酸化物半導体は n 型が主流であり、p チャネルの

TTFTの報告例は少ない。今回は TTFTの試作の第一歩として、絶縁酸化膜が得やすい Siを基板に用

いて大面積成長可能なスパッタ法による NiO 薄膜の成長を試みると共に、NiO 薄膜をチャネル層に用

いた薄膜トランジスタを試作した。 

【実験方法】【実験方法】【実験方法】【実験方法】  RF リアクティブスパッタ法にて、成長圧力 [Pd]=3.8Pa、酸素ガス流量比

[O2/(Ar+O2)]=0.5%で、安価な Ni 金属ターゲットを非加熱でリアクティブスパッタし、NiO 薄膜を 300nm

程度、絶縁酸化膜が 100nm程度のSi基板上に成長した。その後、メタルマスクを用いAu電極を 50nm

程度蒸着し、薄膜トランジスタを試作した。 

【結果及び考察】【結果及び考察】【結果及び考察】【結果及び考察】 図に、試作した TFT の典型的な ID-VD特性と、ゲートの MOS 構造における C-V

特性を示す。前述の条件でガラス上に堆積した NiO 薄膜は、キャリア密度 1015cm-3程度、可視光領域

の透過率 90%程度を確認した。この NiO薄膜を用いて MOS構造を作製したところ、容量がゲート電圧

の増大に伴って減少し、その後、強い反転が起こることで、ゲート電圧がさらに増加しても容量は変化し

なかった。試作した TFTは非常に大きな VDが印加されており、半導体と金属電極との仕事関数の差や

酸化膜中の電荷および NiO-SiO2 界面にトラップされた電荷による影響を受けていると考えられるもの

の、ゲート電圧によるわずかな動作を確認した。ガラス基板上に ITO/NiO/SiO2/ITO構造を全てスパッタ

法で堆積した TTFT の特性などは当日示

す。 
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図 試作したトランジスタの ID-VD特性 
および MOS 構造部の C-V特性 
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